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A digitális számítógépek fejlesztése során döntő fel­
adat a tároló kapac i tásának növelése, á r ának csök­
kentése, működési sebességének é s m e g b í z h a t ó s á ­
gának fokozása. Jelenleg nem áll rendelkezésre 
olyan tárolótípus, mely az összes követe lményt 
maradékta lanul kielégítené. Ezé r t a modern digitá­
lis számítógépekben különböző technológiával ké­
szült tárolóegységek hierarchikus szervezését alkal­
mazzák. A számítógép központi egységében gyors, de 
költséges és így viszonylag kis tárolási kapaci tású ún. 
opera t ív tárolót alkalmaznak (leggyakrabban fer-
r i tgyűrűs vagy integrál t áramkörös tárolót) . Az ope­
ra t ív tároló mögöt t nagy kapaci tású, olcsó, de v i ­
szonylag lassú tárolók — hát té r tá ro lók — vannak. 
A hát tér tárolók és az operat ív tároló közöt t i infor­
mációcserét a számítógép egyéb műveleteivel lehe­
tőleg át lapolva végezzük. 

A leggyakrabban alkalmazott hát tér tárolók ma 
is — és még várha tóan hosszabb ideig — mozgó­
mágneses tárolók (mágnesdob, mágneslemez, mág­
nesszalag és mágneskár tya) . A mozgómágneses tá­
rolókban egy folytonos mágneses közeg mozog egy 
vagy több író/olvasó fejhez viszonyítva. Az adatok 
rögzítését és" a tá ro l t adatok érzékelését az író/olvasó 
fej végzi. Az adatokhoz a tároló közeg fejhez viszo­
ny í to t t mozgatásával férhetünk hozzá. 

A digitális adatok tárolására a megbízhatóság nö­
velése érdekében a tároló közeget valamilyen irány­
ban telítésig mágnesezzük. Mivel a kiolvasott jel a 
fejhez kapcsolódó fluxus — és ezen keresztül a tároló 
közegben létrehozott mágnesezés — változásával 
arányos, az írási folyamat során kis mágnesezés-át-
vál tási hossz elérésére törekszünk. 

A mozgómágneses tárolók írási folyamata kellő 
pontossággal a dinamikus önfenntartó mágnesezés-
eloszlás módszerével vizsgálható [1 , 2, 3]. A szük­
séges számítások számítógépen iterációs módszerek­
k e l végezhetők el. A módszer há t ránya , hogy a moz­
gómágneses tároló különböző paramétereinek ha tá­
sá t csak nagyon nehézkesen lehet szétválasztani. 

A cikkben az írási folyamat egyik alapvető mecha­
nizmusá t tárgyal juk egy egyszerűsítet t modell alap­
ján . Az egyszerűsített modell a gyakorlat szempontjá­
ból fontos vékony tároló közeg esetén viszonylag jó 
közelítést szolgáltat. Dön tő előnye — a lényegesen 
kisebb számítási bonyolultság mellett —, hogy kva-
li tative helyes eredményeket szolgáltat, és felhívja a 
figyelmet a tároló minőségét alapvetően befolyásoló 
tényezők között i kölcsönhatások jellegére. 

Az írási folyamat részletes vizsgálatával más he­
lyen m á r foglalkoztunk [3, 4]. I t t vékony tároló közeg 
esetén a minimális mágnesezés-átváltási hosszhoz 
ta r tozó íróáram és a mágnesezés-átváltási hossznak 
a tároló alapvető paramétereire vonatkozó érzé-
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kenysége közötti kapcsolatot vizsgáljuk. A vizsgálat 
során e l tekintünk a tároló közegben kialakuló mág-
nesezési minta visszahatásától (a lemágneseződés-
től). A tároló közeg visszahatása ugyan jelentősen 
befolyásolja az írási folyamat során kialakuló mág-
nesezés-átváltás alakját és hosszát, elhanyagolásával 
azonban jobban kidomborodik e vizsgálatunk tár ­
gyá t képező mágneses és mechanikai toleranciák 
ha tása . , ' 

Az í róáram optimális értéke 

Tételezzük fel, hogy az írófej alatt i> sebességgel 
elhaladó tároló közeg a mozgás i rányában (x irány) 
+MR remanens ál lapotba elő van mágnesezve. T é ­
telezzük fel továbbá , hogy a tároló közeg vékony és 
csak az x i rányú mágnesezést vizsgáljuk. Az íróte­
kercsre negatív á ramugrás t adva, és a tároló közeg 
visszahatásá t elhanyagolva, a kialakuló mágnesezés-
á tvá l tás az 1. ábra alapján ha tározható meg. 

Az 1. ábra alapján a mágriesezés-átváltás hossza 
minimális, ha 

dM dM dHX 

Adot t hiszterézishurkú tároló közeg esetén t ehá t a 

1. ábra. Az írási folyamat egyszerűsített modellje 
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feltétel biztosítja a minimális á tvál tás i hosszat. Az 
írófej szórt mágneses terének x i rányú összetevőjét a 
Karlquist-féle közelítéssel [5] ha tá rozhat juk meg: 

HX(x, y) = 
HG 
71 

(3) 

ahol HG—a térerősség az írófej légrésében, 
G =az írófej légrésének szélessége, 
x =az írófej légrésének közepétől a tároló kö­

zeg mozgásának i rányában mér t távol­
ság, 

=az írófej pólusainak síkjától a tároló kö­
zeg i rányában m é r t távolság. 

y 

HG= 
0,4atNI [ A j 

G[cm] 
E[Oe], (4) 

ahol 2V=az írótekercs menetszáma, 
I =az í róáram értéke, 
E = az írófej hatásfoka. 

A mágnesezés-átváltási hossz szempontjából opti­
mális írási munkapont a ' 

HX(xopt, y)=HC (5) 

és a (2) és (3) összefüggések alapján a 

í6yi-32xY+8G*y2+8GW^á&x* + Gi=0 (6) 

egyenlet megoldásából adódik. Adot t légrésszéles­
ség' (G), fejréteg távolság (y), tároló közeg ( i íC) és 
írófejhatásfok (E) esetén a (6) egyenletből kapott 
^opt optimális munkaponthoz tar tozó í róáram értéke 
a (3), (4) és (5) egyenletekből meghatározható . 

Az írótér meredekségének érzékenysége 

A mozgómágneses tárolók paraméterei a gyár tás 
során csak bizonyos toleranciával ál l í thatók be, és 
külső tényezők ha tására is megvál tozhatnak. A pa­
raméterek toleranciáinak ha t á sá t az érzékenység-
függvények bevezetésével vizsgálhatjuk. A mozgó­
mágneses tárolók jellemzőit alapvetően befolyásoló 
k é t paraméter , a G légrésszélesség és az y fejréteg 
távolság. 
Bevezetve az . 

A 
S X = l i m -

4y—0 

dx y 
Ay\y 

d2HX 
dxdy dHX 

dx 

(7) 

es az 

JdHX) j(d_HX\ 

SG-- •• l im -
zJG-0 

dx j { dx j dWX G 
AG/G dxdG dHX 

Sir 
(8) 

relatív érzékenységeket, megvizsgálhatjuk a fej­
réteg távolság és a légrésszélesség toleranciáinak az 
írótér meredekségére, azaz a felírt mágnesezés-át-
vál tás szélességére gyakorolt ha tásá t . A 2. áb rán 
mágneslemez-tároló paraméter-érzékenységét és op­
t imális írási munkapon t j á t t ü n t e t t ü k fel. 

2. ábra. Mágneslemez-tároló paraméter-érzékenysége 

Egy G=3fijj,m névleges légrésszélességű, y=2 fixa 
névleges fejréteg távolságú, £ = 0,6 hatásfokú és 
i í C = 4 5 6 Oe koercit ív erejű mágneslemez-tároló esetén 
a minimális á tvál tás i hosszhoz tar tozó optimális ger­
jesztés ér téke 0,689 Amenet (a (3), (4), (5) és (6) 
egyenletek alapján). A gerjesztés ér tékét 0,825 Áme­
néire növelve és sok fejen méréseket végezve (a fejek 
légrésszélessége és fej réteg távolsága a névleges 
érték körül ingadozik), a kiolvasott jel m é r t ampli­
túdóértékeinek szórása 10,60311%, 1,2 Amenetre 
növelve pedig 6,0816% volt . Ez jól egyezik az elméle­
t i megfontolások eredményeivel. 

Az í róáram növelésének ha tása 

Érzékenységi vizsgálataink alapján a fej réteg tá^-
volság és a légrésszélésség-ingadozás mágnesezés-át­
vál tási hosszra gyakorolt ha tá sának csökkentése ér­
dekében kívánatos az í róáram értékének növelése. 
Ez viszont a felírt mágnesezés-átvál tást aszimmet­
rikussá teszi. 

Az írófej szórt terének intenzitásgörbéit a 
H-EQUIP program [4] segítségével k i számí to t tuk és 
rajzgépen kirajzoltattuk (3. és 4. á b r a ) . Az írófej 
ugrásszerű gerjesztésekor kialakuló szór t tér vala­
milyen H1 értékénél kezdődik és H2 ér tékénél befeje­
ződik a tároló közeg átmágneseződése. A 3. és a 4. 
ábrákból lá tha tó , hogy az í róáram növelésével a k i -

\HMS6-NB3i « 

3. ábra. Az írófej szórt terének intenzitásgörbéi (G = 3,6 jum, 
HG = 1000 Oe, i / = 100, 200, 400, 450, 500, 600, 800 Oe,. 1 

osztás = 0,6 jitm) 
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4. ábra. Az írófej szórt terének intenzitásgörbéi (G = 3,6 fim, 
HG = 2000 Oe, H = 100, 200, 400, 456, 500, 600, 800 Oe, 1 

osztás = 1,2 /ím) 

sebb térerősségű kontárok a légrés középvonalától 
nagyobb mércékben távolodnak el, mint a nagyobb 
térerősségű kontúrok. í gy a tároló közegben kiala­
kuló mágnesezés-átváltás — és ezáltal a kiolvasott 
jel is — aszimmetrikus lesz. Az aszimmetria az író­
áram növelésével egyre nő, aminek eredményeként 
kisebb írássűrűség érhető el [6]. Természetesen a kö­
zeg visszahatása módosítja a kialakuló mágnesezés-
átváltás alakját. 

A továbbiakban külön kell választani a fémes és 
az oxidos tároló közegű mozgómágneses tárolókat. 
Fémes tároló közegek esetén a mágnesezés-átváltás 
meredekségének tolerancia-érzékenysége miatt cél­
szerű lenne az íróáram növelése, ennek azonban ha­
tárt szab a kiolvasott jel aszimmetriájának növeke­
dése^ 

X X V I I . ÉVF. 11. SZ. 

A gyakorlatban széles körben alkalmazott ori­
entált y -Fe 2 0 3 tároló közeg esetén figyelembe kell 
venni, hogy a gyártás során az egyes részecskéket kül­
ső mágneses térrel azonos irányba igyekeznek be­
állítani. A tároló működése során alkalmazott író-
és törlőterek ennél az orientáló térnél kisebbek. Az 
egyes 'oxidrészecskék paraméterei is szórnak, és a 
nagyobb koercitív erejű részecskék hatásos előmág­
nesező teret hoznak létre. Ezért a tároló közeg hisz-
terézisgörbéi a pozitív és a negatív íróterekre nézve 
különbözni fognak. E z a mágnesezés-átváltásokat is 
eltérővé teszi, a hatást azonban az íróáram értéké­
nek növelése csökkenti. Oxidos tároló közeg esetén 
tehát az író i szórt mágneses tér kontúrjainak aszim­
metriája és a részecskék effektív előmágnesező tere 
határozza meg az íróáram kívánatos értékét.. 

I R O D A L O M 

[1] Iwasaki, S.—Suzuki, T.: Dynamical interpretation oí 
magnetic recording process. I E E E Trans. Magnetics, Vol. 
MAG—4, pp. 269—276, Sept. 1968-. 

[2] Potter, R. I.—Schmuüan, R. J.: Self-Consistently Com-
puted Magnetization Patterns in Thin Magnetie Recor­
ding Media. I E E E Trans. Magnetics, Vol. MAG—7, pp. 
873—880, Dec. 1971. 

[3] Németh G.: Az írás és olvasás folyamatainak modellezése 
mozgómágneses tárolóknál. B M E H E I Intézeti Tanul­
mány, 1976. jan. 

[4] Németh G.: Az írási folyamat vizsgálata mozgómágneses 
tárolóknál. Mérés és Automatika, (Megjelenés alatt.) 

[5] Karlguist, O.: Calculation of the magnetic field in the 
ferromagnetic layer of a magnetic drum. Trans. Royal 
Inst. of Tech., Stockholm, 1954. '86., pp. 3—27 

[6] Morrison, J. R.: An Analysis of Recording Demagneti-
ation. I E E E Trans. Magnetics, Vol. MAG—5, pp. 949— 
54, Dec. 1969. 

336 


